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(411)A面 GaAs基板上の GaAs/GaAsBi量子井戸の光学的特性 

Optical characteristics of GaAs/GaAsBi quantum well on (411)A GaAs substrates 
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GaAs/GaAsBi 量子井戸では、電子は GaAs層に、正孔

は GaAsBi層に閉じ込められる TypeⅡ型のバンド配置と

なり、GaAs基板上の長波長の材料として期待できる。ま

た、GaAsBi は格子定数に対するエネルギーギャップの変

化が大きい。しかし、バンドオフセットについてはよく

分かっていない。 

GaAs基板上にMBE成長を用いて、11 nm GaAs層、7 nm 

GaAsBi層 3周期を 100 nm AlGaAsクラッド層で挟んだ量

子井戸を作製した。 

図 1、図 2に、測定温度 13 Kから 140 K、140 Kから

300 Kまでの PL測定温度依存性を示す。図 1 では PL測

定温度 13 Kにおける発光波長 1179 n mから 100 Kにおけ

る発光波長 1208 nmまで、測定温度に対して発光波長が

増加している。図 2では PL測定温度 140Kにおける発光

波長 1220 nmが確認された。160 Kから 260 Kでは発光は

非常に弱くピークの位置が断定できない。一方、測定温

度を室温 300 K近くまで上昇させると 1160 nm付近のピ

ークが強く現れる。図 3に PLのピークの発光波長の温度

変化を示す。この図より、測定温度 13 Kから 140 Kにお

ける発光波長の線形な増加を確認した。発光波長の温度

変化が線形と考えると、室温 300 Kでの発光波長は約

1280 nmである。280 Kから 300 Kにおける 1160 nm付近

のピークは TypeⅡ型の空間的間接遷移ではなく、GaAsBi

中の熱励起された電子と正孔が結合して光る空間的直接

遷移だと考えられる。このことから、室温 300 Kにおい

て GaAsBiのエネルギーギャップが 1.07 eV、伝導帯オフ

セットが-0.1 eV、価電子帯オフセットが 0.46 eVと考えら

れる。この GaAs/GaAsBiのバンド配置を図 3 中に示す。 

1220nm 

図 3:PL測定温度依存性 

 

 

図１：GaAs(411)A面上 GaAs/GaAsBi 量子井戸の 

PL測定温度依存性(13K～140K) 

 

図 2 :GaAs(411)A面上 GaAs/GaAsBi量子井戸の 

PL測定温度依存性(140K～300K) 
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